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製品概要

富士電機製車載用 Vces=750V Ic=800A IGBTパワーモジュール。
IGBTチップは同社の第7世代XシリーズRC-IGBT(Reverse Conducting IGBT)を使用し、

水冷構造は第3世代直接水冷構造を採用しています。

解析のポイント
・モジュール解析レポートではモジュールの内部構成を確認し、RC-IGBTの配置及び

レイアウトを明らかにしています。また、冷却器の構造および内部構成を明らかにして

放熱メカニズムの推定も行っています。

・チップ構造解析レポートではRC-IGBTのIGBT、FWD領域の平面レイアウトおよび、

断面構造を明らかにしています。

・プロセス解析レポートではRC-IGBTのプロセス技術に関する考察、マスク枚数及び

製造プロセスフローを推定しています。また、IGBTとFWDと温度センサがどのように

集積しているかを明らかにしています。

・RC-IGBTのIce-Vce特性、オフ状態コレクタリーク電流及びブレ―ダウン電圧をそれぞれ

測定し、オフリーク電流の温度依存性から活性化エネルギーを算出。

インフィニオン社製 IGBT7と比較しています。

製品外観 製品内部 チップ写真

Your most experienced partner in  
IP protection

富士電機製 EV、HEV用IGBT モジュール「6MBI800XV-075V-01」

構造解析、プロセス、デバイス特性解析レポート
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